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Contexte

> Performances des grand-gap

= Meilleure résistance a I'état passant
* Moins de perte en conduction

= Vitesse de commutation élevé

* Moins de perte en commutation
* Montée en fréquence

= Dopages plus éleves
* Faible quantité de charges stockées
> Caracteérisation dynamique plus complexe

= Temps de commutation de I'ordre de la nanoseconde
" |nstabilité des signaux (inductances « parasites »)

= Signaux tres rapides

= Eon, Eoff, Qrr de valeurs faibles
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Mesures classiques o

> Besoin d’'une conception compacte pour limiter
les inductances parasites (temps de monté
limité), problemes de CEM

> Difficile de décorréler la tempeérature du
composant du reste (girafe inutilisable)
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> Recouvrement inverse




Mesure « classique » recouvrement diode,  vaas
double pulse
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Mesure recouvrement « TLP » RS
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Résultats expérimentaux
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> Energies de commutation (Eon, Eoff)




Mesures « classiques » énergie de LAAS
commutation
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Mesures « classiques » énergie de LAAS
commutation

Switching mesh
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Mesure « TI_P » VerSion 1 CNRS
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> Contraintes
" Rg fixe a50 Q
= Vgmin fixe a0V

> Influence du temps de montee
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Exemple de mesure o/

Vdd [V]

Time [ns]




LAAS

Mesure « TI_P » VerSion 2 CNRS

50Q

Vg+

> Parametres de mesure

" Rg sélectionnable de 5a 50 Q
" Vgmin ajustable

> Eon, Eoff, influence de Vgmin, du temps de

< montee...
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Exemple de mesure
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Avantages et limitations o

> L'impédance est limitée par déefaut a 50 Ohms

> Cette impéedance n’est pas completement
représentative des conditions d’utilisations usuelles

> Une mesure « simple » a mettre en ceuvre

> Des formes d’ondes parfaitement controlées et
reproductibles

> Banc de mesure modélisable (Spice)
> Tres adapté pour valider ou extraire un modele
> Permet de comparer «facilement » les composants
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Perspective =
> Genérateur d’'impulsion de grille 50Q flexible

= Stage de Ludovic Roche (poursuite en these...)
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